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Методом импульсного лазерного осаждения получены пленки In1-хMnхSb p-типа из сплавных мишеней InSb–MnSb с концентрацией марганца х = 0,035 (эвтектика); 0,05; 0,1; 0,2. Ферромагнетизм в системах AIIIBV–MnSb определяют нанокластеры MnSb [1] или дефекты замещения ионами марганца с однородным распределением [2,3]. Исследована зависимость электрофизических параметров пленок In1-хMnхSb от величины х. Все пленки демонстрируют проводимость p-типа. На подложках InSb n-типа сформированы гетеропереходы р-In1-хMnхSb/n-InSb. Исследование магнитных и транспортных свойств пленок In1-хMnхSb показали наличие нелинейной зависимости Холловского сопротивления от величины магнитного поля для х = 0,035 и х = 0,1. Это свидетельствует о наличии спиновой поляризации в пленках. Исследованы магнетотранспортные характеристики гетеропереходов p-In1-хMnхSb/n-InSb. Они демонстрируют изменение магнетосопротивления при прямом смещении ВАХ. На Рис.1 проде- монстрированы ВАХ гетероперехода In1-хMnхSb /n-InSb для разных направлений магнитного поля. Изменение ВАХ наблюдалось в поле, как в плоскости структуры, так и перпендикулярно ей. Изменение магнетосопро- тивления в перпендикуляр- ном плоскости гетеро-структуры поле 0,15 Т при комнатной температуре составило около 900% для концентрации Mn 3,5%.
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Рис. 2. ВАХ гетероперехода p-In1-хMnхSb/n-InSb (х = 0,035), измеренные при 300К: 1 - B = 0 Tл; 2, 3 - B = 0,15 Tл, поле в плоскости гетероперехода; 4,5 - B = 0,15 Tл поле ┴ плоскости гетероперехода.









